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REHECHA I.

IEMORIA DESCRIPTIVA
que se presente pare unir a la solicitud
de
PATENTE DE INVENCION
formulada el 1 de Febrero de 1962, con el nim. 274,223
| en
ESPARA
por VEINIE aflos
a nombre de N'. V‘. PHILIPS' GLCEILAMPENFABRIEKEN, entidad ho-
landesa, establecida en Emmasingel £9, Eindhoven, Holanda,

por:
"UN METODO DE MANUFACTURAR DISPOSITIVOS SEMI-CONDUCTORES".

Bl invento se refiere a un método de fabricar dispo-
sitivos semicmduc‘bores, tales como transistores o diodos
de cristal en los que un contacto dispuesto sobre un ouer-
po semiconductor es pi‘ovisto de un conduofor de alimenta~
cibén de corriente.

Es sabido asegurar tal conductor por ejemplo un &lam-
bre, a un contacto mediante soldadura blande.,,pero también
as sabido unirlo por soldadure autégena.k.

El término "soldadura autdgena" o "soldadura" simple-

mente se usa en esta memorie pare denotar un método en el
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que una corriente eléctrica de intensidad tal se hace
pasar a través de las dos partes & unir y durante un
tiempo tal que las dos partes se funden mutuamente en la
zona de contacto. Ususlmente le corriente es suministra-
da por una descarga de un condensador y al método se le
llame soldadura por perousidn. ’

A fin de ovtener une junta por soldadura blanda se-
tisfactoria es desesble que el alambre esté provisto de
une. supe rficie que pueda ser humedecida fécilumente por la
soldadura blanda, y ésta es generalmente una cespa de es-
tafio, Sin embargo, la provisidn de tal capa tiene una li-
mitacidén porque el alambre tiende a adherirse a la herre-
mienta por medio de la cﬁal se mantiene durante la solda-
dure, Esta desventaja se hace mds pronunciada segin es més
delgado el alambre, por ejemplo, més delgado de 200 micro-
nes, Estos alambres delgados también causan dificulted &
la soldadura, no siendo la junta resultente suficientemen=-
te fuerte y llegendo a separarse frecuentewente durante el
montaje adiocional del digpositivo semiconductor,

El presente invento, uno de cuyos objetos es evitar
estas desventajes, esta basado en el reconocimiento de que
la adherencia a la herramienta no ocurre en la soldadura,
mientras que la soldadura blanda proporciona una junta més
fuerte que la soldadura.

Segin el invento, un conductor que comprende un nd-
cleo y un recubrimiento cuyo punto de fusidn eg menor que
el del nicleo, es dispuesto por medio de un par de tena-
zas sobre el contacto cuyo punto de fusién es mis alto (e
el del recubrimiento, y soldado al contacto, después de lo

cual es soltado el conductor y al menos su parte contigua
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al contacto es calentada a une temperatursa inferior a la

de los puntos de fusidn del ndoleo y del contacto pero su-

perior a la del recubrimiento, de modo que al menos parte

‘del material del recubrimiento forme una conexidn soldada

entre el nicleo y el contacto, .

El recubrimiento del alambre puede consistir en es-
taflo 0 en una eleacidén que consiste principalmente en es-
tafio, por ejemplo une aleacidén que contenge 40% en peso
de estafio y 60% en peso de plomo. E1l nfcleo puede consis-
tir en niquel y/o cobre y el contacto puede consistir com-
pletamente o sustanciaslmente en plomo, bismuto o estafio.

De la manera oorriente, el material de contacto pue-
de contener elementos dopadores cuya seleccién depende de
la naturaleza del ocuerposemiconductor. Evidentemente, 08~
tos ejemplos no son limitativos,

Sin salirse del alcance del invento, la forma y el
conductor y la composicidn del contacto, del nicleo y dd
revestimiento pueden variarse evidentemente,

A £in de que el invento pueda fécilmente ponerse e
prictica, se describird ahora una realizacidén del mismo,

a modo de ejemplo, con referencia a los dibujos diagraméi-

ticos adjuntos, en los que:

Las figuras son aizadoa laterales de las diversas
etapas del método en el que dos contactos de un transis-
tor son provistos de conductores de alimentacién.

El transistor comprende un cuerpo semicogductor 1,
cuya composicién no tiene importanci¥ pare el invento, ¥y
que estéd asegurado a un soporbte de metal 3, por medio de
una cepa de soldadura blanda R, E1 cuerpo sostiene dos mn-

tactos 4 que pueden consistir en plomo al que pueden afia-

—5-.
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dirse elementos dopadores a fin de influir sobre i;s pro-
piedgdes eléctricas, Lstos contactos pueden ser fundidos
al cuerpo 1 de‘la wanera usual; sus didmetros pueden ser
por ejenplo 150 miorones, Los dos alambres 5 estén solde-
dos a estos contactos 4. Los glambres .tienen difdmetros de
100 micrones; cada alambre comprende un ndcleo de niquel
revestido de cobre que tiene un didmetro de 80 micrones
que estd cubierto de un revestimiento que consiste de ume
aleacién eutéotica de plomo y estefio de 10 miorones de es-
pesor. Cada alambre es sostenido en un par de tenazas 6
mostradas diagramiticamente, Cade par de terrazes esti co-
nectado a un terminal de un dispositivo de alimentacién,
cada uno de estos dispositivos de alimentacidén (de los oua-
les s6lo se muestra uno) comprende un condensador 7 que es
cargado por una baterfa 9 a través de una resistencia 8,
estando conectado el soporte & a los otros terminsles de
dichos dispositivos, La tensidén de la bateria puede ser 80
voltioe, la capacidad del condensador 10,000 pi#, la resis-
tencia 8 puede ser de un megaohmio,

Cuando Se'disp0ne un alenbre & sobre un contacto 4,
se descargari el condensador y el alambre serd soldado &l
contacto. Sin embargo, esta junte soldada es demasiado dé-
bil para ser usada en las opefaoiones adicionales del nmom -
taje del transistor, pero es suficientemente resistente pa-
re sostener a los propios alambres. (figura 2). Cuando se
han quitado las tenazas, un gas reductor oalentado, por
ejemplo hidrdazeno, es soplado desde‘Zna tobera 10 contra
los alambres 5. Il gas puede tener une temperatura de 275 2C,
Las capas de la aleacidn de plomo y estafio se funden parcid -

mente y se deslizan sobre el contacto 4 de modo gue se xo-
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ducen las juntas de soldadura blanda que rodean y refuer-
zan las Juntas soldadas originales,

Bgta solicitud, que corresponde a la presentada en
Holanda, con fecha 3 de Febrero de 1961, bajo el nidmero
260.810, se acoge a los beneficios del articulo 51 del 4 -

gonte Estatuto sobre Propiedad Industrial.

NOTA

Los puntos de invencidén propia y nueva, que se pre-
sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente
de Inveneidn en Lspafia, por VEINTE efios, son los siguien-
tes:

12,- Un método de manufacturar dispositivos semicon-
ductores, bales como btransistores o diodos de cristal, en
el cual un contacto dispuesto en un cuerpo semiconductor
es provisto de un conductor de alimentacidn de corriente,
carscterizado porque este conductor, que comprende un ni-
cleo recubierto con un recubrimiento que tiene un punto de
fusibén menor que el del nicleo, es dispuesto por medio de
un par de pinzas sobre el contacto cuyo punto de fusidn es
mayor que el del recubrimiento y es soldado a este contac-
to, después de io cual el conductor es libertado y final~-
mente la parte del conductor adyacente al contacto es ca-

lentada a una temperatura menor que el punto de fusién del

nlcleo y el contacto, pero mayor que la del regubrimiento,

de mare ra que por lo menos parte deifnmterial de recubri-

miento forme una junta de soldadura blande entre el nicleo

y ol comtacto.

22,- Un método segin el punto 12, caracterizedo par-

uau



JVH

!

qﬁ

10

16

a-:)"-

SRR
i
11

i d
BN A . N 7
F B R Ay b X ;
E’{' ¥ . P ) 18T
‘ Y Q - — Il
L y “ p H LIl
W e

que el nicleo del conductor es de niquel y/o de cobre..

32,- Un método segin los puntos 12 o 22, caracteri-
zado porque el recubrimiento del conductor es de estaflo
o de una aleacién & base de estafio,

48,- Un método segin cualquiera de los puntos 12, 28
y 3%, caracterizado porque el contactores de plomo, estafo
o bismuto o de aleaciones consistentes principalmente en
estes elementos,

52,~ Un método de fabricar dispositivos semiconduc~
tores, en esencia como se describe en la HMemoria con refe-
rencia a sus dibujos.

62,- Un métoda de manufacturar dispositivos semi-cn=-

ductores.
Tal y como se ha descrito en la Hemoria que antecede,

representado en el dibujo que se acompafia y con los fires

que se han especificado.

 Esta Hemoria consta de seis hojas escritas a miqui-

ne, por una sola de sus caras.
Medrid, S8 HAY. 1962

A
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